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1.供电相关

16MHz/2T和 32MHz/4T下工作电压 VDD=2.6V~5.5V，需要将 LVR设置在 2.6V及以上。

2.烧录相关

烧录引脚（I2C:PA0，PA1，PA3；UART：PA2，PA3）禁止并联电容，烧录时有通信数

据，并联电容影响烧录。

PA3(烧录高压 VPP引脚)需要串接 100~300R电阻。

UART烧录时，TYPE-C接口典型接线如下：

3.中断相关

1） IO中断使用

无下拉电阻的 IO 使用 IO 中断时，IO 引脚需要外部接下拉电阻（PB 口和 PC0~PC5 口），

确保无外部中断时为低电平。

2）中断处理时间

进、出中断函数需要 8个指令周期，在 16M/4T模式下需要 2us。

3）中断标准函数

使用中断函数时，需要打开总中断和对应外设中断，中断函数内需要判断是否打开对应

中断以及对应标志位是否置位，如下所示：
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4.MCU PCB_Layout 相关

MCU的 VDD/VSS间必须并联 0.1uF电容，并且尽量靠近MCU。

5.CMP 相关

迟滞变化较大(100mV左右)。打开滤波后原始波形产生变化：高电平时间变长，低电平

时间变短，如下图：

6.WDT 相关

当配置字WDTPS[2]为 1时，写入WDTEN=0无法直接关闭WDT，需要等待WDT计数

器溢出一次后才能关闭WDT。

使用 WDT 时，必须将WDTPS[2]为配置为 0，上电延时时间可以通过__delay_ms()函数

进行延时；不使用WDT功能时，配置字WDTPS[2]可以配置为 0或 1。
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